Лабораторна робота №1

Тема: “ Характеристики і параметри біполярних транзисторів “
студента 3-го курсу 1-ї групи

Горбаченка Василя
Варіант 4

1. Побудова вхідної характеристики
Графік залежності струму  
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2. Побудова статичної прохідної характеристики біполярного транзистора


Графік залежності струму колектора від напруги база – емітер (статична характеристика)
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3.Побудова динамічної прохідної характеристики біполярного транзистора
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Графік залежності струму колектора від напруги база-емітер (динамічна характеристика)
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4. Побудова сімейства вихідних характеристик біполярного транзистора 

Графік залежності струму колектора від напруги колектор-емітер при заданому струмі бази
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5. Визначення h-параметрів біполярного транзистора в заданій робочій точці
h11=3.38 Ом, h22=0.127 См, h21=3.32.
6. Визначення частотної залежності струму колектора та визначення граничної частоти транзистора
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f=23.67 МHz

7. Дослідження впливу температури на вихідний струм
[image: image13.png]150000

10.0000

50000

-5.0000

Temperature Sweep:

25000000

5000000
time

75000000

1.0000m




Висновки:

У ході лабораторної роботи побудовано  вхідну та прохідну характеристики. Визначено повний комплект струмів і напруг робочої точки 
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= 1.4379 А. Досліджено вплив температури на вихідні характеристики. Визначено параметри транзистора в заданій робочій точці h11=3.38 Ом, h22=0.127 См, h21=3.32.  Побудовано частотну залежність параметра 
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 та визначено граничну частоту транзистора f=23.67 МHz.
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